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  دهيچک

از  وسيع بعد باند ها نسلساز شبکهف فرکانسي از يک سو و لزوم پيادهعدم استفاده بهينه از طي
راديو . فرکانسي انداخته است سو ديگر، موسسات تحقيقاتي را به فکر استفاده بهينه از طيف

فضا فرکانسي در  تشخيصشناختگر، سيستمي است که به طور هوشمندانه در طول زمان به 
 از ظرفيت فضا بردار راباند فرکانسي مناسب، حداکثر بهرها وسيع پرداخته و با عمل در گستره

کننده کمتيک تقويد از يبا هاCR ، در طبقه ورودن عملکرديداشتن چ برا .نمايدفرکانسي مي
 .گاهرتز داشته باشديگ ۱۰ يفرکانس در محدوده يع استفاده شود که عملکرد مناسبيز باند وسينو

ع يباند وس زينو کم ها ت کنندهيتقون ييفرکانس پابهبود عملکرد  برا يروش نامه انيپان يدر ا
بهبود  برا. شده استارائه مشترک - ساختار سورس برا ينينو زيک حذف نويو تکن مشترک- تيگ

با سلف در سورس  مقاومت سرک يمشترک، از - تيکننده گتين تقوييعملکرد فرکانس پا
ش مقاومت يبا افزا ،مقاومت افزوده شدهن روش يدر ا. است استفاده شده مشترک- تيستور گيترانز
خارج تراشه  بزرگ از به سلفي، موجب عدم نورود ستوريده شده از سورس ترانزيمقاومت دبا  مواز

جاد يز اينو هان اساس است که ولتاژيابر ز يحذف نو شنهاديپ کيتکنه يپا .شوديو ميا سلف اکتي
هم جمع  با بعد نکه در شاخهيا مشترک به جا- ستور سورسيترانز يز حرارتياز نو يناش شده

ک استفاده مجدد از يز از تکنيستور حذف نويشوند و ترانزيمدار با هم جمع م يشوند در گره خروج
، يش توان مصرفيو افزا به مدار ياضاف شدن شاخهجه بدون اضافهيدر نت. کندياستفاده م ١انيجر

    .ابدييز بهبود ميعدد نو

 گاهرتزيگ ١٠باند  دن به پهنايرس برا نانومتر ٩٠ در تکنولوزروش اول در چهار ساختار 
ع منجربه يباند وس کم و پهنا ين، توان مصرفييز پايبه عدد نو يانيکه ساختار پا ه استشد يطراح

- ٤/١٣، بهره توان بليدس ٣/٢- ٨/٢ز يوات، عدد نويليم ٦ ين ساختار، توان مصرفيدر ا. شده است
  .باشديگاهرتز ميگ ۰۵/۰-۱۰باند و پهنا IIP3= -5dBmبل، يدس ٦/١٠

 شد سازادهيهوشمند پ وهايراد يونيکننده باند تلوزتيدر تقو شنهاديز پيک حذف نويتکن
مشترک، حذف شده است و در - ز سورسيستور حذف نويترانز يز حرارتين روش، نويکه با استفاده از ا

ن ساختار، يدر ا. ز کار شده استيآن ن ينگيخط نکه بر رويافته است ضمن ايز بهبود يجه عدد نوينت
  . باشديبل ميدس ٥/١٣- ٧٥/١٦ بهره توانوات و يليم ٦/٣ يبل، توان مصرفيدس ٨/١ - ٢/٢ز يعدد نو

  
 حذف اعوجاج،ز، يحذف نو ،عيباند وس زينو کمکننده تيتقو شناختگر، وهايراد :ديکلمات کل

    .انياستفاده مجدد از جر
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ABSTRACT 
 
 

In order to have optimum usage of bandwidth and to implement the wideband 
networks, researcher centers have been figured out to develop new ways to use the 
bandwidth optimally. Cognitive Radios sense the bandwidth intellectually and by this 
way, they have optimum usage of bandwidth.The broadband behavior of receiver is 
determined by the front-end low-noise amplifier which should have good performance 
in 10 GHz bandwidth. 

In this thesis, a new technique in order to improve the low frequency performance 
in common gate wideband low noise amplifiers and also a new noise cancellation 
technique is presented. In common gate structure, a series resistor is added with source 
inductor. The added resistor removes off-chip inductor or active inductor in source of 
CG transistor because it increases the parallel resistance with input impedance. The new 
cancellation technique is based on adding two voltage noises in output node instead of 
adding in next stage. Current-reuse technique is used in this structure, so without any 
extra stage and power consumption, the noise figure of circuit is improved. 

The first technique is designed in a 90-nm RF-CMOS technology using Spectre 
RF on foure structures. Finally in last structure, Very low noise figure with low power 
consumption is achived. The LNA parameters are NF= 2.3-2.8dB, S21=10.6-13.4dB, 
power consumption= 6 mW, IIP3= -5dBm and BW= 0.05-10 GHz 

The noise cancellation technique is implemented for Cognitive Radios in TV 
applications. In this structure, the thermal noise of CS transistor is cancelled and also 
the linearity of this structure is improved. The LNA parameters are: NF= 1.8- 2.2 dB, 
power consumption= 3.6 mW, S21= 13.5- 16.75 dB and IIP3= -5- +3. 

 
 
 Keywords: Cognitive Radio (CR), Wideband Low noise amplifier (LNA), Ultra 

wideband (UWB), Noise cancellation, Linearity and distortion cancellation, Current-
reuse. 
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